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Resumen

En este trabajo se busca optimizar mediante los parametros
de crecimiento, las caracteristicas de absorcién Optica de
muestras de silicio poroso n y p en la region visible del
espectro  electromagnético 'y evaluar sus posibles
aplicaciones como material fototérmico en la conversion de
energia solar en térmica. La elaboracion de las muestras se
llevara a cabo mediante la técnica de ataque electroquimico,
variando el tiempo de ataque y los valores de corriente y
voltaje. Este proyecto tiene como objetivo, estudiar las
propiedades de absorcion Optica del silicio poroso en
funcién de los parametros de elaboracion de las muestras,
ademas del estudio de su microestructura y propiedades
térmicas y analizar su posible aplicacion como material
fototérmico.

Introduccion

El silicio poroso (SP) como material semiconductor no es
nuevo, fue descubierto en 1956 por Ulhir [1] durante el
ataque electroquimico del silicio cristalino en una solucién
de acido flourhidrico (HF).

Aun cuando Pickering y sus colaboradores [2] en 1984
reportaron fotoluminiscencia visible (en la region rojo-
naranja, 1.6-2 eV) del SP a bajas temperaturas (4.2 K) se
considera que el SP fue redescubierto en 1990 cuando
Canham [3] descubri6 luminiscencia visible (en el rojo, 1.4-
1.6 eV) a temperatura ambiente.

El gran interés que ha despertado el SP reside en el impacto
potencial tecnologico y comercial que se puede tener en los
dispositivos optoelectronicos (como memorias Opticas,
laseres, diodos emisores de luz, displays opticos, celdas
solares, etc.) [4], ya que el silicio es el material dominante
en microelectronica, es uno de los materiales mejor
estudiados y de mas bajo costo.

Procedimiento Experimental

Actualmente existen varios métodos para obtener silicio
poroso a partir de piezas de obleas de silicio cristalino. De
estos, el método de ataque electroquimico [5, 6] es por
mucho el preferido y el mas extensamente empleado. Se
usa un recipiente de teflén debido a que este material
no es atacado por el HF y una solucién de HF al 40%
de concentracion. Se sumergen en la solucion un electrodo
que acttia como catodo, de platino ya que reacciona muy
poco con el HF, y la muestra de silicio cristalino como
anodo. Al aplicar una diferencia de potencial entre los

electrodos, se produce una electrdlisis y consecuentemente
se registra una corriente en el amperimetro. La corriente es
conducida por migraciéon de iones, los iones positivos
H(cationes) se dirigen al citodo, y los iones negativos F y
OH (aniones) se dirigen al anodo, es decir, a la muestra de
silicio cristalino [6].

Analisis

Para analizar la microestructura y composicion elemental de
nuestras muestras  se utilizaran 3 técnicas, SEM, EDS y
DRX. Para el analisis de la absorcion optica de las muestras
se utilizara la Espectroscopia Fotoacustica. En esta técnica,
la luz modulada absorbida por una muestra es convertida en
sonido, el cual es posteriormente detectado por un
micréfono. De igual manera mediante esta técnica se
estudiaran las propiedades térmicas de difusividad (o),
conductividad (k), capacidad calorifica (C,p) y efusividad
(e) de nuestras muestras.

Resultados

Se espera obtener muestras de silicio poroso tipo n'y p por
ataque electroquimico con una microestructura |y
propiedades térmicas optimizadas que presenten gran
capacidad de absorcion optica en el espectro de emision
solar para su aprovechamiento en dispositivos
fototérmicos.
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